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Enrico Sangiorgi si e’ laureato in Ingegneria Elettronica nel 1979 presso l’Università di Bologna. 

Nel 1993 e’ stato nominato Professore Straordinario di Elettronica presso l’Università di Udine, dove ha avviato il Corso di Laurea di Elettronica e il gruppo di ricerca di Microelettronica. 

Dal 2002 è Professore Ordinario di Elettronica presso l’Università di Bologna, dove ha la responsabilità del gruppo di Microelettronica presso la II Facolta’ di Ingegneria (sedi di Cesena e Forli’).

Dal 1985 al 2001 e’ stato Consulente e “Resident Visitor “ presso i Laboratori Bell di Murray Hill, New Jersey, USA, dove ha trascorso complessivamente tre anni. 
Negli anni  1983-84 e 1991 e’ stato “Visiting Scientist” al “Center for Integrated Systems”, Stanford University, California, USA.

Enrico Sangiorgi e’ Fellow dell’IEEE e  Distinguished Lecturer della Electron Device Society. Ha fatto parte dei Comitati Scientifici delle principali conferenze internazionali nel settore dei dispositivi elettronici: IEDM (1991-96 e 2004-06), ESSDERC (dal 1999), INFOS (dal 1995), IWCE (1992-1993), SSMS (1993), ULIS (dal 2000). 
Dal 1994 e` "Editor" della rivista IEEE Electron Device Letters.

Enrico Sangiorgi ha partecipato in ruoli dirigenziali a importanti progetti europei nel campo delle tecnologie microelettroniche del V e del VI Programma Quadro (ULIS, SINANO, PULLNANO). Dal 2005 e’ Direttore del Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica (IU.NET).

Gli interessi scientifici di Enrico Sangiorgi comprendono la fisica, la caratterizzazione, la modellistica e la fabbricazione di dispositivi elettronici e circuiti integrati a stato solido. In particolare egli si è occupato di molteplici aspetti legati al processo di riduzione delle dimensioni dei dispositivi, ai suoi limiti tecnologici, fisici e funzionali, e all'affidabilità di transistori MOS e bipolari in silicio. Lo studio e il superamento di tali problemi hanno comportato l'introduzione di concetti e metodi originali sia nel campo della modellistica che della caratterizzazione sperimentale dei dispositivi elettronici in silicio a dimensione nanometrica.
Enrico Sangiorgi è autore o coautore di oltre centocinquanta pubblicazioni su riviste e congressi internazionali, di cui trentatre all’International Electron Device Meeting (IEDM).
